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¢ift Yºnl¿ Tristºr (Triyak), Temel Yapēsē ve ¢alēĸmasē; 

¢ift yºnl¿ tristºrler (Triac- Triyak), 

aslēnda aĸaĵēdaki ĸekilde 

gºr¿ld¿ĵ¿ gibi birbirine ters 

paralel baĵlanmēĸ iki adet tristºr 

gibi d¿ĸ¿n¿lebilmektedir. 

Triyak, her alandaki end¿striyel 

elektronik uygulamalarēnda, AC 

gerilimin anahtarlamasē ve kontrol 

edilmesi amacēyla ok yoĵun olarak 

kullanēlan bir g¿ yarēiletken elemanēdēr. 

 

Yapēsēndan da anlaĸēlabileceĵi gibi 

tristºr (SCR) ile aynē ºzellikleri 

gºstermektedir. Tristºrden tek farkē, her 

iki yºnde de rahatlēkla iletime 

geebilmesidir. 

 

Triyak, tēpkē SCR gibi sadece iletime 

gemesi kontrol edilebilen bir 

anahtardēr. 
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Triyakôēn yalētēma geebilmesi iin ise 

iinden gemekte olan akēmēn sēfēra 

d¿ĸmesi veya d¿ĸ¿r¿lmesi 

gerekmektedir. 

 

Triyak, iletimde olduĵunda tam iletim, 

yalētēmda olduĵunda ise tam yalētēm 

durumunda bulunur, geiĸ anē 

dēĸēnda herhangi ara durumu yoktur. 

 

Triyakôēn, genel amalē tristºrler 

(SCR) gibi en ºnemli ºzelliĵi d¿ĸ¿k 

frekanslarda alēĸmak iin imal 

edilmiĸ olmalarēdēr ki ideal alēĸma 

frekanslarē 50-60Hz, max. frekanslarē 

ise 1kHzôdir. 

Triyaklar, ift yºnl¿ olmalarē nedeniyle, 

genel amalē tristºrler gibi, ok y¿ksek 

akēm ve gerilimlerde kullanēlamamaktadēr. 

Ancak 1200V-300A civarēna kadar olanlar 

bulunmaktadēr. 

 

Ayrēca triyaklarēn iletim i direnleri de 

SCRôler gibi ok d¿ĸ¿k deĵildir. Bu 

nedenle ok y¿ksek akēmlē 

uygulamalarda genellikle triyak yerine 

birbirine ters paralel baĵlanmēĸ olan 

SCRôler tercih edilmektedir. 

 

Bu ºzellikleri ile triyaklar, ĸebeke 

geriliminde kontroll¿ anahtar ve ĸebeke 

deĵiĸtirici olarak alēĸabilen ok kullanēĸlē 

yarēiletken elemanlardēr. 
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¢ift Yºnl¿ Tristºr¿n (Triyak) ¢alēĸtērēlmasē; 

ķekilde triyakôēn alēstērēlmasē 

yarēiletken yapē ¿zerinde 

gºr¿lmektedir. Burada ñVacò 

kaynaĵē, y¿k¿ beslemekle gºrevli 

olan ana kaynaktēr. VG ise tristºr¿ 

uyarmada kullanēlan kaynaktēr. 

Triyakôēn alēĸmasēnē gºrebilmek iin ĸekilde 

gºr¿len baĵlantē yapēlēr. Butona basēlmadēĵē 

s¿rece triyak, doĵru ve ters yºnde blokaj (yalētēm) 

durumunda kalacaktēr. 

 

Triyakôē iletime geirebilmek iin butona 

basēldēĵēnda triyakôēn G-A1 terminalleri arasēndan 

ok kēsa bir s¿re iin IGK akēmē dolaĸēr. 

 

Bu durumda G-K arasēndaki P-N maddeleri iletken 

haline gelir ve A2-A1 arasēnda sadece tek P-N 

birleĸimi kalacaĵē iin triyak iletim ñonò durumuna 

geer ve y¿k ¿zerinden IA akēmē akar. 

 

Triyak iletime getikten sonra alternans 

deĵiĸiminde susacaĵē iin butona s¿rekli 

basmalēdēr. 
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Triyakôēn Temel Test Devresi ve Karakteristik Eĵrisi; 

Aĸaĵēdaki ĸekilde triyakôēn temel 

karakteristik eĵrisinin ēkarēldēĵē temel 

test devresi gºr¿lmektedir. 

Aĸaĵēdaki baĵlantē ĸekli ile Triyakôēn 

doĵru yºn alēĸmasē, devredeki ñVsò 

bataryasē ters evrilerek de ters yºn 

alēsmasē test edilebilmektedir. 

Aĸaĵēdaki ĸekilde ise triyakôēn temel 

karakteristik eĵrilerinden akēm-gerilim 

(Ia-Va1a2) eĵrisi (ēkēĸ karakteristik 

eĵrisi) gºr¿lmektedir. 
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Karakteristik eĵriden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi diyot, 

doĵru yºnde 0,7Vôdan sonra 

kendiliĵinden iletime geerken, triyak 

ancak Vmax. gerilimine ulaĸēldēĵēnda 

kendiliĵinden iletime gemektedir. 

 

Bu ĸekilde iletime geme istenmeyen bir 

durumdur. Triyakôēn her iki yºnde de 

normal olarak iletime geebilmesi iin 

uyarēlmasē gerekmektedir. 

 

Triyakôēn uyarēlmasē G-A1 terminalleri 

arasēndan yapēlēr. 

 

Ters yºnde ise triyak yine Vmax. gerilim 

deĵerine kadar g¿venle yalētēmda kalacak 

(blokaj yapacak), bu deĵer asēlērsa ise 

iletime geecektir. Tabii ki bu ĸekilde 

iletime geme asla istenmez. 

Bu durumda, triyakôēn, doĵru yºnl¿ (A2+, 

A1-) gerilimde uyarēlmaz ise blokaj yapan, 

uyarēldēĵē taktirde ise tam iletime geen, 

doĵru yºnl¿ gerilim altēnda kontrol 

edilebilen,  

Ters yºnl¿ (A2-, A1+) gerilimde ise yine 

uyarēlmaz ise blokaj yapan, uyarēldēĵē 

taktirde ise tam iletime geen, hem doĵru 

hem de ters yºnl¿ gerilim altēnda kontrol 

edilebilen, bir yarēiletken g¿ anahtarē 

olduĵu gºr¿lmektedir. 

 

Triyak, bu ºzellikleriyle ACôde alēĸtērēlmak 

iin uygun bir anahtar durumundadēr. 

 

Fakat, triyak da SCR gibi iinden geen 

akēm sēfēra d¿ĸmedike yalētēma 

geememektedir. 
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Triyakôēn uyarēlma yºntemleri; 

Triyakôēn G-A1 arasēndan uyarēlmasē sērasēnda 4 farklē 

durum bulunmaktadēr. 

1-  A2(+) A1(-) olmasē durumunda, G(+) A1(-). 

2-  A2(-) A1(+) olmasē durumunda, G(-) A1(+). 

3-  A2(+) A1(-) olmasē durumunda, G(-) A1(+). 

4-  A2(-) A1(+) olmasē durumunda, G(+) A1(-). 

olmasē durumlarēdēr. 

1. Durum        2.Durum   3.Durum      4.Durum 

ķekillerden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi 1. ve 2. durumlarda triyakēn gate (Ig) ve anot (Ia) akēmlarē aynē yºnl¿ 

olarak, 3. ve 4. durumlarda ise bu akēmlar birbirlerine ters hareket etmektedir. 

Her durumda da triyakôēn uyarēlmasē m¿mk¿n olmaktadēr. Fakat, triyak 1. ve 2. durumlarda daha 

d¿ĸ¿k uyarma akēmēyla ve daha kolaylēkla uyarēlabilirken, 3. ve 4. durumlarda ise daha y¿ksek 

uyarma akēmēyla (yaklaĸēk 2 kat) uyarēlabilmektedir. 
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Bu durumda triyakôēn AC kaynakta 

alēĸtērēlērken uyarēlabilmesi iin farklē 

farklē uyarma yºntemi kullanēlmasēna 

imkan tanēmaktadēr. Buna gºre 

triyakôēn uyarēlmasē ĸekilden gºr¿ld¿ĵ¿ 

gibi, 

  

1- ¢ift yºnl¿ iĵne pals kullanēlarak 

uyarma, 

2- Tek yºnl¿ iĵne pals kullanēlarak 

uyarma, 

3- D¿ĸ¿k frekanslē kare dalga 

kullanarak uyarma, 

 

olmak ¿zere 3 farklē ĸekilde 

yapēlabilmektedir. 
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Uygulamada, yukarēda belirtilen 

uyarma yºntemlerinin hepsi de triyak 

uyarmak iin kullanēlabilmesine 

raĵmen, triyakôēn kullanēldēĵē yere ve 

yapacaĵē ise gºre en uygun yºntem 

seilerek kullanēlmaktadēr. 

 

Bu yºntemlerden birincisi, triyak 

uyarmak iin, daha sonra ayrēntēsēyla 

tanētēlacak, ºzel olarak ¿retilmiĸ olan 

ñDiyakò isimli uyarma elemanē ile 

oluĸturulmakta ve basit 

uygulamalarda kullanēlmaktadēr. 

Ķkinci uyarma yºntemi ºzel uyarma 

entegreleri veya analog-lojik devre 

elemanlarē yardēmēyla oluĸturulup 

profesyonel uygulamalarda 

kullanēlmaktadēr. 

 

¦¿nc¿ yºntem ise kare dalga 

¿reteleri veya mikroiĸlemci 

yardēmēyla oluĸturulmakta ve hem 

basit hem de profesyonel 

uygulamalarda kullanēlmaktadēr. 

 

Bu uyarma sinyallerinin ¿retilmesi ve 

triyakôa uygulanmasē daha sonra 

ayrēntēsēyla aēklanacaktēr. 
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Triyakôēn ¢alēĸma Dalga ķekilleri; 

Yarēiletken g¿ anahtarlarēnēn alēĸma 

durumlarēnēn gºr¿lmesi iin aktif 

alēĸma sērasēndaki akēm-gerilim dalga 

ĸekillerinin incelenmesi gerekmektedir. 

 

Triyakôēn doĵru ve ters polarmada 

davranēĸlarēnē inceleyebilmek iin 

ĸekildeki baĵlantē yapēlabilir. 

ķekilde ise triyak devresinin AC kaynakta 

alēĸmasē sērasēndaki dalga ĸekilleri 

gºr¿lmektedir. 
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ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi 0-180Ü 

aralēĵēnda triyak istenirse uyarēlarak 

iletime (on) geirilebilir, ēkēĸ gerilimi 

triyak iletime gemesinden itibaren 

gºr¿nmeye baslar. Bu sērada triyak 

¿zerindeki gerilim sēfēr (iletim gerilim 

d¿ĸ¿m¿ ihmal ediliyor), triyak ¿zerinden 

geen akēm ise kaynak veya y¿k akēmē 

ile aynēdēr. 

 

180Ü-360Ü aralēĵēnda ise triyak istenirse 

uyarēlarak iletime (on) geirilebilir, ēkēĸ 

gerilimi triyak iletime gemesinden 

itibaren gºr¿nmeye baslar. Bu sērada 

triyak ¿zerindeki gerilim sēfēr (iletim 

gerilim d¿ĸ¿m¿ ihmal ediliyor), triyak 

¿zerinden geen akēm ise kaynak veya 

y¿k akēmē ile aynēdēr. 

Triyaklarēn Seri Baĵlanmasē; 

¥zellikle y¿ksek gerilim altēnda 

alēĸtērēlacak olan triyaklarda  

triyak, uyarēlmadēĵēnda ¿zerine gelen ok 

y¿ksek doĵru ve ters gerilimleri bloke 

etmesi gerekir. 

 

Bu durumda ¿retici tarafēnda belirtilen 

triyakôēn alēĸma gerilimi, uygulamada 

¿zerine gelecek olan gerilimden en az 

%30 daha fazla olmasē gerekmektedir ki 

saĵlēklē bir alēĸma saĵlanabilsin. 

 

Uygulama sērasēnda mevcut triyaklarēn bu 

ĸartē saĵlayamamasē durumunda daha 

ºnce aēklanan kurallara uygun olarak seri 

baĵlama yoluna gidilir ve istenilen alēĸma 

gerilimine ulaĸēlabilir. 

¥zer ĹENYURT ¥zer ķENYURT    www.ozersenyurt.net ï www.orbeetech.com    / 12 

   G¿ Elektroniĵi ï 1 



Triyaklarēn Paralel Baĵlanmasē; 

¥zellikle y¿ksek akēm altēnda 

alēĸtērēlacak olan triyakôlarda, triyakôēn 

¿zerinden gemesi gereken ok 

y¿ksek seviyeli akēma dayanabilmesi 

gerekir. 

 

Bu durumda ¿retici tarafēnda belirtilen 

triyak alēĸma akēmē, uygulamada 

¿zerinden geecek olan akēmdan en az 

%30 daha fazla olmasē gerekmektedir 

ki saĵlēklē bir alēĸma saĵlanabilsin. 

 

Uygulama sērasēnda mevcut triyaklarēn 

bu ĸartē saĵlayamamasē durumunda 

daha ºnceden aēklandēĵē gibi paralel 

baĵlama yoluna gidilir ve bu sayede 

istenilen alēĸma akēmēna ulaĸēlabilir. 

Triyaklarda dv/dt ve di/dt korumasēnēn 

saĵlanmasē; 

Bilindiĵi gibi ani deĵiĸen akēm ve 

gerilimde yarēiletken g¿ anahtarlarē 

istenmediĵi halde ¿zerlerinden akēm 

geirmekte ve yanmaktadērlar. 

Triyak iin de bu olay tamamen geerlidir 

ve bu iĸ iin mutlaka ºnlem alēnmalēdēr. 

 

dv/dt iin alēnmasē gereken ºnlem tēpkē 

diyot ve tristºrde olduĵu gibi, elemana 

paralel olarak uygun bir R-C devresinin 

baĵlanmasēdēr. 

 

di/dt iin alēnmasē gereken ºnlem ise yine 

diyot ve tristºrde olduĵu gibi, elemana 

seri olarak uygun bir end¿ktansēn (L) 

baĵlanmasēdēr. 
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Triyakôēn Kontrol Dēĸē Ķletime Gemesi; 

Triyaklarēn kontrol dēĸē olarak iletime 

gemesine, dolayēsēyla da bozulmasēna 

neden olan 4 durum vardēr. Bu 

durumlar; 

 

1- Y¿ksek sēcaklēk, 

2- Y¿ksek voltaj, 

3- Hēzlē gerilim deĵiĸimi, 

4- Hēzlē akēm deĵiĸimidir. 

 

Triyakēn bu durumlarda kontrol dēĸē 

olarak iletime gemesini engellemek 

iin genel amalē tristºrde (SCR) 

aēklandēĵē gibi alēnan t¿m ºnlemlerin 

aynē ĸekilde alēnmasē 

gerekmektedir. 

Triyakôēn Yalētēma Geirilmesi; 

Triyak, genel amalē tristºr (SCR) 

gibi iletime gemesi kontrol 

edilebilen fakat yalētēma gemesi 

kontrol edilemeyen bir yarēiletken 

g¿ anahtarēdēr. 

 

Triyakôēn yalētēma geebilmesi iin 

diyotlarda olduĵu gibi ters polarma 

altēna girmesi yeterli deĵildir. 

Triyakôēn yalētēma geebilmesinin tek 

ĸartē, A2-A1 arasēndan akmakta olan 

akēmēn ok kēsa bir s¿re iin ñsēfēròa 

ekilmesidir. ACôde alēĸma 

sērasēnda bu olay kendiliĵinden 

gerekleĸir. 
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Kapēsēndan Tēkanabilen Tristºr (GTO), Yapēsē ve ¢alēĸmasē; 

Bilindiĵi gibi genel amalē tristºrler 

ve triyakôlarda sadece iletime 

geme isi kontrol terminalleri 

¿zerinden kontrol edilebilmekte, 

yalētēma gemeleri ise kontrol 

terminalleri ¿zerinden kontrol 

edilememektedir. 

 

Bu olay ºzellikle DC kaynakta 

alēĸma sērasēnda bu ok kºt¿ bir 

ºzellik ve eksiklik olarak karsēmēza 

ēkmakta ve elemanē y¿k altēnda 

susturabilmek iin baĸka iĸlemler 

gerekmektedir. 

Ķĸte GTO bu eksikliĵi gidermek 

amacēyla yapēlan alēĸmalar sonrasēnda 

ortaya ēkan bir g¿ anahtarēdēr. Sekil-

2.42ôde sembol¿ gºr¿len GTO, gate 

(kapē) terminali ile katod terminali 

arasēndan, pozitif pals ile uyarēldēĵēnda 

iletime, negatif pals ile uyarēldēĵēnda ise 

yalētēma gemektedir. 
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GTOônun kontroll¿ olarak iletime 

geirilebilmesi iin SCR ve triyakôta 

olduĵu gibi ok kēsa s¿reli (1-2ms) 

bir pozitif pals uygulanmasē ve 

Gôden Kôya doĵru k¿¿k bir uyarma 

akēmēnēn akētēlmasē yeterli 

olmaktadēr. 

 

Yine GTOônun kontrollu olarak 

yalētēma geirilebilmesi iin ise ok 

kēsa s¿reli fakat bu defa GK arasēna 

negatif bir palsin uygulanmasē ve 

Kôdan Gôye doĵru daha b¿y¿k 

negatif bir susturma akēmēnēn 

akētēlmasē gerekmektedir. 

Bu ºzellikleri nedeniyle kapēsēndan 

tēkanabilen tristºr(GTO), DCôde 

alēĸtērēlan bir SCRôye gºre aĸaĵēdaki 

avantajlara sahip olunmaktadēr. 

 

1- Tristºr susturma d¿zeneklerinden 

kurtulma, 

2- Daha temiz, k¿¿k, ucuz d¿zenekler 

elde edilmesi, 

3- Hēzlē susturulabildiĵi iin y¿ksek 

frekansta alēĸma, 

4- Devre veriminin artmasēdēr. 

 

Bu durumda ºzellikle y¿ksek g¿l¿ DC 

devrelerde uygundur. 
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1200V-500A seviyelerine kadar 

versiyonlarē olan GTOôlar ºzellikle ok 

y¿ksek g¿l¿ DCDC dºn¿ĸt¿r¿c¿lerde 

ve y¿ksek g¿l¿ d¿ĸ¿k frekanslē 

invertºr uygulamalarēnda tercih 

edilmektedirler. 

 

¥zellikle metro, elektrikli tren gibi toplu 

tasēm aralarēnda DC motor 

kullanēlmasē durumunda GTOôlar ok 

y¿ksek g¿l¿ olan bu motorlarēn 

kontrol¿nde vazgeilmez hale 

gelmektedir. 

 

¥rnek olarak, 750Vdc ile alēsan Ķzmir 

metrosunun aralarēdēr. 

Aĸaĵēdaki ĸekilde bir GTOônun yarēiletken 

katman yapēsē gºr¿lmektedir. ķekilden 

gºr¿ld¿ĵ¿ gibi tek gate (kapē) terminali 

olduĵu halde ama ve kapatma isi farklē 

tabakalardan yapēlmaktadēr. 
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Kapēsēndan Tēkanabilen Tristºr¿n ¢alēĸtērēlmasē; 

Aĸaĵēdaki ĸekilde GTOônun alēĸtērēlmasē 

gºr¿lmektedir. Burada ñVsò kaynaĵē, y¿k¿ 

beslemekle gºrevli olan ana kaynaktēr. VG 

ise GTOôyu uyarmada kullanēlan kaynaktēr. 

ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi GTO pozitif 

akēmla (gateôden katota) veya negatif 

akēmla (katottan gate) uyarēlabilmekte 

fakat y¿k akēmē olarak (IA) sadece 

pozitif yºnde (anottan katota doĵru) 

akabilmektedir. 

 

GTO iletime geirilmek istendiĵinde 

ok kēsa bir s¿re iin butona 

basēlarak G-K arasēndan d¿z (pozitif) 

bir akēm akmasē saĵlanēr. 

 

GTO yalētēma geirilmek istendiĵinde 

ise G-K arasēndan ters (negatif) akēm 

akētēlēr. 
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GTOônun Temel Test Devresi ve Karakteristik Eĵrisi; 

Aĸaĵēdaki ĸekilde GTOônun temel 

karakteristik eĵrisinin ēkarēldēĵē 

temel test devresi gºr¿lmektedir. 

ķekilde verilen baĵlantē ile 

GTOônun doĵru yºn alēĸmasē, 

devredeki ñVsò bataryasē ters 

evrilerek de ters yºn alēĸmasē 

test edilebilmektedir. 

Aĸaĵēdaki ĸekilde ise GTOônun temel 

karakteristik eĵrilerinden akēm-gerilim (Ia-Vak) 

eĵrisi (ēkēĸ karakteristik eĵrisi) 

gºr¿lmektedir. 
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Karakteristik eĵriden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi 

diyot, doĵru yºnde 0,7Vôdan sonra 

kendiliĵinden iletime geerken, GTO 

ancak Vmax. gerilimine ulaĸēldēĵēnda 

kendiliĵinden iletime gemektedir. 

 

Bu ĸekilde iletime geme istenmeyen 

bir durumdur. GTOônun doĵru yºnde de 

normal olarak iletime geebilmesi iin 

pozitif akēmla, yalētēma geirilebilmesi 

iinse negatif akēmla uyarēlmasē 

gerekmektedir. 

 

Ters yºnde ise GTO yine Vmax. gerilim 

deĵerine kadar g¿venle yalētēmda 

kalacak (blokaj yapacak), bu deĵer 

asēlērsa ise iletime geecektir. Tabii ki bu 

ĸekilde iletime geme asla istenmez. 

Bu durumda GTOônun, doĵru yºnl¿ (A+, K-

) gerilimde uyarēlmaz ise blokaj yapan, 

uyarēldēĵē taktirde ise tam iletime geen, 

doĵru yºnl¿ gerilim altēnda iletimi ve 

yalētēmē kontrol edilebilen, 

 

Ters yºnl¿ (A-, K+) gerilimde ise yine 

uyarēlmaz ise blokaj yapan, uyarēldēĵē 

taktirde ise bozulma ihtimali y¿ksek olan 

tek yºnl¿ akēm akētan bir yarēiletken g¿ 

anahtarē olduĵu gºr¿lmektedir. 

 

GTO, bu ºzellikleriyle DCôde alēĸtērēlmak 

iin ok uygun bir anahtar durumundadēr. 

 

GTOônun bu ºzelliĵi sayesinde SCRôde 

kullanēlan zorla susturma d¿zenekleri 

kullanēlmaz. 
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Aĸaĵēdaki ĸekilde GTOônun DC 

alēĸmasēnē izleyebilmek iin 

kurulan devre gºr¿lmektedir. 

 

Yandaki ĸekilde ise GTOônun DC 

kaynak altēnda iletim ve yalētēmēnēn 

kontrol edilmesi, devrenin alēĸma 

dalga ĸekilleriyle birlikte verilmiĸtir. 
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ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi 0-t1 aralēĵēnda 

herhangi bir uyarē verilmediĵi iin GTO 

yalētēmda bulunmaktadēr. 

 

t1 anēnda GTOônun G-K arasēna pozitif bir 

uyarma (tetikleme) palsi uygulandēĵēnda 

eleman hemen iletime gemektedir. 

 

t1-t2 aralēĵēnda iletimde kalan GTOôya t2 

anēnda daha b¿y¿k ve negatif bir tetikleme 

palsi uygulandēĵēnda eleman hemen yalētēma 

gemektedir. 

 

t3 anēnda eleman tekrar pozitif pals ile 

uyarēldēĵēnda yine iletime gemektedir. 

Kēsacasē hem iletime hem de yalētēma 

gemesi G-K arasēndan rahatlēkla kontrol 

edilebilir ve bu islem istenilen sēklēkta yapēlēr. 

GTOôlarēn Seri ve Paralel Baĵlanmasē; 

GTOôlar ºzellikle DCôde y¿ksek 

akēm ve gerilimlerde alēĸmak iin 

imal edilmiĸ yarēiletken g¿ 

anahtarlarē olduĵu iin pek fazla 

seri ve paralel baĵlamaya ihtiya 

olmaz. 

 

Buna raĵmen ok daha y¿ksek 

akēm ve gerilimlerde alēĸēlmasē 

gerektiĵinde tēpkē tristºrlerde olduĵu 

gibi seri veya paralel baĵlanma 

prosed¿r¿ uygulanēr. 

 

Tabii ki kontrol devresi de t¿m 

elemanlar iin yapēlandērēlēr. 
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GTOôlarda dv/dt ve di/dt korumasēnēn 

saĵlanmasē; 
Bilindiĵi gibi ani deĵisen akēm ve gerilimde 

yarēiletken g¿ anahtarlarē istenmediĵi halde 

¿zerlerinden akēm geirmekte ve 

yanmaktadērlar. 

 

GTO iin de bu olay tamamen geerlidir ve 

bu is iin mutlaka ºnlem alēnmalēdēr. 

 

dv/dt iin alēnmasē gereken ºnlem tēpkē diyot 

ve tristºrde olduĵu gibi, elemana paralel 

olarak uygun bir R-C devresinin 

baĵlanmasēdēr. 

 

di/dt iin alēnmasē gereken ºnlem ise yine 

diyot ve tristºrde olduĵu gibi, elemana seri 

olarak uygun bir end¿ktansēn (L) 

baĵlanmasēdēr. 

GTOônun Kontrol Dēĸē Ķletime Gemesi; 

GTOônun kontrol dēĸē olarak iletime 

gemesine, dolayēsēyla da bozulmasēna 

neden olan 4 durum vardēr. Bu durumlar; 

 

1) Y¿ksek sēcaklēk, 

2) Y¿ksek voltaj, 

3) Hēzlē gerilim deĵiĸimi, 

4) Hēzlē akēm deĵiĸimi. 

 

GTOônun bu durumlarda kontrol dēĸē 

olarak iletime gemesini engellemek iin 

diyotlarda ve genel amalē tristºrde 

(SCR) aēklandēĵē gibi alēnan t¿m 

ºnlemlerin aynē ĸekilde alēnmasē 

gerekmektedir. 
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G¦¢ TRANSĶST¥RLERĶ: 

G¿ transistºrleri, kontroll¿ g¿ 

anahtarlarēdēr. ¦ temel yapēda 

bulunan bu transistºrler; 

 

1- ¢ift polariteli, genel amalē 

transistºr (BJT), 

2- Metal oksitli, alan etkili 

transistºrler (MOSFET), 

3- Yalētēlmēĸ kapēlē transistºrler 

(IGBT), 

 

Bu t¿rlerin kendilerine ait 

ºzellikleri ve buna baĵlē olarak da 

kullanēm alanlarē bulunmaktadēr. 

ķimdi bu t¿rleri ayrēntēsēyla 

inceleyelim. 

¢ift Polariteli Transistºr (BJT), Temel Yapēsē ve 

¢alēĸmasē: 

Elektronik alanēnda ilk geliĸtirilen ve ok 

kullanēlan elemanlardan birisi olan BJT, bu 

g¿ne kadar pek ok alanda yoĵun bir 

ĸekilde kullanēlmēĸ ve kullanēlmaktadēr. Bu 

alanlardan bazēlarē; 

 

Å Y¿kselte olarak, 

Å Sinyal ¿reteci (osilatºr) olarak, 

Å Alēcē-verici olarak, 

Å Mantēk iĸlemcisi olarak, 

Å Anahtarlama elemanē vb. olarak. 
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Bu kadar fazla is iin kullanēlan BJT, 

g¿ elektroniĵi devrelerinde ve 

end¿striyel elektronikte de ñanahtarò 

olarak kullanēlmaktadēr. 

 

ķekilde temel taransistºr (BJT)ônin 

yarēiletken yapēsē ve sembolleri 

gºr¿lmektedir. 

Gºr¿ld¿ĵ¿ ve ºnceden de bilindiĵi gibi 

yarēiletken katmanlarēn sēralanēsēna gºre 

NPN ve PNP olmak ¿zere iki t¿r 

transistºr (BJT) bulunmaktadēr. 

 

Transistºr (BJT), su ana kadar tanētēlan 

elemanlarēn aksine, sadece ñonò ve ñoffò 

olmak ¿zere iki durumu olan bir 

yarēiletken anahtar deĵildir. 

 

BJTônin on ve off arasēnda bir de 

amplifikasyon (y¿kseltme) durumu 

(bºlgesi) bulunmaktadēr. 
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BJTô bu sayede ok farklē 

uygulamalarda kullanēlabilmektedir. 

 

Fakat g¿ elektroniĵi uygulamalarēnda 

transistºr¿n (BJT) bir anahtar gibi 

alēĸmasē ve sadece ñonò ve ñoffò 

durumlarēnda olmasē istenmektedir. 

 

Bu nedenle g¿ elektroniĵinde 

transistºr¿n (BJT) kullanēlmasē 

sērasēnda ñanahtarò olarak alēĸacak 

ĸekilde kontrol edilir. 

 

Ayrēca g¿ elektroniĵi uygulamalarēnda 

daha ok NPN transistºr tercih edilir. 

G¿ elektroniĵi uygulamalarēnda 

daha ok DC-DC dºn¿ĸt¿r¿c¿ (DC 

kēyēcē) ve DC-AC dºn¿ĸt¿r¿c¿ 

(Ķnvertºr) devrelerinde tercih edilen 

transistºr (BJT), ok d¿ĸ¿k 

frekanslardan (1-2Hz), y¿ksek 

frekanslara (20-30kHz) kadar 

kontroll¿ anahtar olarak 

kullanēlabilmektedir. 

 

BJT, tēpkē tristºr, triyak ve GTO gibi 

akēm kontroll¿ bir yarēiletken 

anahtardēr. Farkē ise uyarēldēĵē 

s¿rece iletimde olmasē uyarē 

kesildiĵinde ise yalētēma gemesidir. 
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¢ift Polariteli Transistºr¿n (BJT) ¢alēĸtērēlmasē; 

Aĸaĵēdaki ĸekilde ift polariteli 

transistºr¿n alēĸtērēlmasē yarēiletken 

yapē ¿zerinde gºr¿lmektedir. Burada 

Vs kaynaĵē y¿k¿ beslemekle gºrevli 

olan ana kaynaktēr. VB ise transistºr¿ 

uyarmada kullanēlan kaynaktēr. 

ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, uyarma 

butonuna basēlmadēĵē s¿rece BJT, 

kollektºr¿ ile emiteri arasēna gelen 

doĵru yºnl¿ gerilime blokaj 

yapacak ve yalētēmda kalacaktēr. 

 

BJT iletime geirilmek istendiĵinde 

ise uyarma butonuna basēlarak 

beyz (base)ôden emitere doĵru bir 

uyarma akēmē (IBE) akmasē 

saĵlanēr ve bu sayede BJT iletime 

geerek kollektºrden emitere 

doĵru y¿k akēmēnē (IC) akētmaya 

baslar. IBE akēmē kesildiĵinde BJT 

susar. 
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Yalnēz burada ok ºnemli bir ayrēntē 

vardēr. BJTônin sadece ñonò ve ñoffò 

durumlarē olmadēĵē ve ara 

durumlarda da yarē geirgen olarak 

alēĸabildiĵi iin, g¿ elektroniĵi 

uygulamalarēnda BJTôyi uyaracak 

olan akēmēn (IBE), elemanē tam olarak 

iletime geirebilecek akēm 

seviyesinde olmasē gerekmektedir. 

 

BJTôyi tam iletime geirecek olan 

uyarma akēmē (IBE) seviyesi, ¿retici 

tarafēndan elemanēn bilgi 

yapraklarēnda ayrēntēlē olarak 

verilmektedir. 

G¿ elektroniĵi uygulamalarēnda 

transistºr tek olarak kullanēlabildiĵi gibi, 

y¿ksek akēm seviyelerine ēkabilmek iin 

genellikle ¿retici tarafēndan veya 

kullanēcē tarafēndan aĸaĵēdaki ĸekilde 

gºr¿ld¿ĵ¿ gibi ñdarlingtonò baĵlanarak 

kullanēlmaktadēr. 
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BJTônin Temel Test Devresi ve Karakteristik Eĵrisi; 

Aĸaĵēdaki ĸekilde BJTônin temel 

karakteristik eĵrisinin ēkarēldēĵē 

temel test devresi gºr¿lmektedir. 

 

ķekildeki baĵlantē sekli ile BJTônin 

doĵru yºn alēĸmasē, devredeki ñVsò 

bataryasē ters evrilerek de ters yºn 

alēĸmasē test edilebilmektedir. 

Aĸaĵēdaki ĸekilde BJTônin temel 

karakteristik eĵrilerinden akēm-gerilim 

(IC-VCE) eĵrisi (ēkēĸ karakteristik 

eĵrisi) farklē bir ĸekilde gºr¿lmektedir. 

¥zer ĹENYURT ¥zer ķENYURT    www.ozersenyurt.net ï www.orbeetech.com    / 29 

   G¿ Elektroniĵi ï 1 



Karakteristik eĵriden gºr¿ld¿ĵ¿ 

gibi diyot, doĵru yºnde 0,7Vôdan 

sonra iletime geerken, BJT ancak 

Vmax. gerilimine ulaĸēldēĵēnda 

iletime geer fakat bu ĸekilde 

iletime geme istenmeyen bir 

durumdur. BJTônin doĵru yºnde de 

normal olarak iletime geebilmesi 

iin uyarē verilmesi, yalētēma 

geirilebilmesi iinse uyarēnēn 

ekilmesi gerekmektedir. 

 

Ters yºnde ise BJT asla 

alēĸamaz, yani BJTônin ters 

gerilim blokaj kabiliyeti yoktur. 

Bu durumda BJTônin, doĵru yºnl¿ (C+, E-) 

gerilimde, uyarēlmaz ise blokaj yapan, tam 

uyarēldēĵē taktirde ise tam iletime geen, 

doĵru yºnl¿ gerilim altēnda iletimi ve 

yalētēmē kontrol edilebilen, 

 

Ters yºnl¿ (C-, E+) gerilimde ise asla 

alēĸamayan, alēĸtērēldēĵē taktirde bozulan, 

tek (+) yºnl¿ akēm akētan bir yarēiletken g¿ 

anahtarē olduĵu gºr¿lmektedir. 

 

BJT, bu ºzellikleriyle DCôde alēĸtērēlmak 

iin uygun bir anahtar durumundadēr. 

 

BJTônin bu ºzelliĵi sayesinde SCRôde 

kullanēlan zorla susturma d¿zenekleri 

kullanēlmaz. 
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BJTôlerde elemanēn hangi durumlarda 

tam iletim veya tam yalētēm, hangi 

durumlarda da amplifikasyon 

(y¿kseltme) modunda olduĵunu 

gºsteren ok ºnemli bir karakteristik 

eĵri daha vardēr, bu eĵri aĸaĵēda 

ĸekilde gºr¿lmektedir. 

ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi BJTônin kollektºr 

akēmēnēn (IC) miktarē, tamamen B-E 

arasēndan akētēlan akēmēn (IB) deĵerine 

baĵlēdēr. 

 

Bu baĵlantē ¿retici tarafēndan bir 

parametreyle (ɓ) verilmekte olup, 

aĸaĵēdaki gibi gºsterilir; 

 

¥rnek, ɓ= 150 (ɓ= Ic / IB) 

Ic= ɓ.IB veya IB= Ic / ɓ 

 

Gºr¿ld¿ĵ¿ gibi kollektºr akēmē beyz 

akēmēnēn ñɓò katēdēr. 

 

Anahtarlama uygulamalarēnda beyz 

akēmē (IB), ya ñmax.ò yada ñ0ò seilerek 

kontrol yapēlēr. 
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Aĸaĵēdaki ĸekilde BJTônin DCôde 

alēĸmasēnē izleyebilmek iin kurulan devre 

gºr¿lmektedir. 

 

Yandaki ĸekilde ise BJTônin dc kaynak 

altēnda iletim ve yalētēmēnēn kontrol 

edilmesi, devrenin alēĸma dalga 

ĸekilleriyle birlikte verilmiĸtir. 

 

Zaten BJT, AC kaynakta asla alēĸtērēlamaz 

¿nk¿ ters gerilimi bloke edemez ve yanar. 
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ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi 0-t1 aralēĵēnda 

BJT yalētēmda bulunmaktadēr. t1 anēnda 

BJTônin B-E arasēna pozitif bir uyarma 

gerilimi uygulandēĵēnda IB akarak 

eleman hemen iletime gemektedir. 

 

t1-t2 aralēĵēnda iletimde kalan BJTônin t2 

anēnda uyarma gerilimi dolayēsēyla da IB 

akēmē kesildiĵinde, eleman hemen 

yalētēma gemektedir. 

 

t3 anēnda eleman tekrar pozitif gerilim ile 

uyarēldēĵēnda yine iletime gemektedir. 

 

Kēsacasē hem iletime hem de yalētēma 

gemesi B-E arasēndan rahatlēkla kontrol 

edilebilmektedir. 

BJTôlerin Seri ve Paralel Baĵlanmasē; 

BJTôler, sadece DCôde alēĸabilen 

yarēiletken elemanlar olduĵu iin daha 

ok dc-dc dºn¿ĸt¿r¿c¿ ve 

invertºrlerde eskiden yoĵun olarak 

kullanēlmak idi. 

 

G¿n¿m¿zde pek fazla 

kullanēlmamasēna raĵmen y¿ksek 

akēm ve gerilimlerde alēĸēlmasē 

gerektiĵinde darlington baĵlantē 

yapēlēr veya diĵer elemanlarda olduĵu 

gibi seri veya paralel baĵlanma  

prosed¿r¿ uygulanabilir. 
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BJTôlerde dv/dt ve di/dt korumasēnēn 

saĵlanmasē; 
Bilindiĵi gibi ani deĵiĸen akēm ve gerilimde 

yarēiletken g¿ anahtarlarē istenmediĵi 

halde ¿zerlerinden akēm geirmekte ve 

yanmaktadērlar. 

 

BJT iin de bu olay tamamen geerlidir ve 

bu is iin mutlaka ºnlem alēnmalēdēr. 

 

dv/dt iin alēnmasē gereken ºnlem tēpkē 

diyot ve tristºrde olduĵu gibi, elemana 

paralel olarak uygun bir R-C devresinin 

baĵlanmasēdēr. 

 

di/dt iin alēnmasē gereken ºnlem ise yine 

diyot ve tristºrde olduĵu gibi, elemana seri 

olarak uygun bir end¿ktansēn (L) 

baĵlanmasēdēr. 

BJTônin Kontrol Dēĸē Ķletime Gemesi; 

BJTônin kontrol dēĸē olarak iletime 

gemesine, dolayēsēyla da 

bozulmasēna neden olan 4 durum 

vardēr. Bu durumlar yine; 

 

1) Y¿ksek sēcaklēk, 

2) Y¿ksek voltaj, 

3) Hēzlē gerilim deĵiĸimi, 

4) Hēzlē akēm deĵiĸimi. 

 

BJTônin bu durumlarda kontrol dēĸē 

olarak iletime gemesini engellemek 

iin diyotlarda ve diĵer g¿ 

elemanlarēnda ayrēntēsēyla aēklandēĵē 

gibi alēnan t¿m ºnlemlerin aynē 

ĸekilde alēnmasē  

gerekmektedir. 
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Metal Oksitli Alan Etkili Transistºr (Mosfet) Temel Yapēsē ve ¢alēĸmasē; 

Elektronik alanēnda ok kullanēlan 

elemanlardan birisi olan Mosfet, bu 

g¿ne kadar pek ok alanda yoĵun 

bir ĸekilde kullanēlmēĸ ve 

kullanēlmaktadēr. Bu alanlar; 

 

Å Y¿kselte olarak, 

Å Sinyal ¿reteci (osilatºr) olarak, 

Å Reg¿latºr olarak, 

Å Alēcē-verici olarak, 

Å Mantēk iĸlemcisi olarak, 

Å Anahtarlama elemanē olarak. 

Mosfetôin temeli alan etkili transistºre 

(FET) dayanmaktadēr. Alan etkili 

transistºrler analog elektroniĵin temel 

elemanlarēndan birisi olup ºzellikle 

y¿kseltme ve osilasyon ¿retme islerinde 

yoĵun olarak kullanēlmaktadēr. 

 

Mosfetôler FETôin bir ileri versiyonu olup, 

transistºr gibi kontrol edilebilme ºzelliĵine 

sahip elemanlardēr. 

 

Mosfetôler D ve E-Mosfet olarak ikiye 

ayrēlmaktadēr. 
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Bunlardan arttērmalē Mosfet olarak bilinen 

E-Mosfetôler g¿ elektroniĵi devrelerinde 

yarē iletken ñanahtarò olarak 

kullanēlmaktadēr. 

 

Aĸaĵēdaki ĸekilde E-Mosfetôin yarēiletken 

yapēsē ve sembolleri gºr¿lmektedir. 

ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi yarēiletken 

katmanlarēn sēralanēĸēna gºre 

Nkanal ve P-Kanal olmak ¿zere iki 

t¿r E-Mosfet bulunmaktadēr. 

 

E-Mosfet, tēpkē transistºr (BJT) gibi, 

sadece ñonò ve ñoffò olmak ¿zere iki 

durumu olmayan, ara durumlara da 

sahip olan bir yarēiletken anahtardēr. 

 

E-Mosfetôin on ve off arasēnda bir de 

amplifikasyon (y¿kseltme) durumu 

SiO2 (bºlgesi) bulunmaktadēr. 
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E-Mosfet, bu sayede ok farklē 

uygulamalarda kullanēlabilmektedir. 

 

Fakat g¿ elektroniĵi 

uygulamalarēnda E-Mosfetôin bir 

anahtar gibi alēĸmasē ve sadece 

ñonò ve ñoffò durumlarēnda olmasē 

istenmektedir. 

 

Bu nedenle g¿ elektroniĵinde E-

Mosfetôin kullanēlmasē sērasēnda 

ñanahtarò olarak alēĸacak ĸekilde 

kontrol edilir. 

 

Ayrēca g¿ elektroniĵi 

uygulamalarēnda daha ok N Kanal 

E-Mosfet tercih edilir. 

G¿ elektroniĵi uygulamalarēnda daha 

ok DCDC dºn¿ĸt¿r¿c¿ (DC kēyēcē) ve 

DC-AC dºn¿ĸt¿r¿c¿ (Ķnvertºr) 

devrelerinde tercih edilen EMosfetôler, 

ok d¿ĸ¿k frekanslardan (1-2Hz), 

y¿ksek frekanslara (80-100kHz) kadar 

kontroll¿ anahtar olarak 

kullanēlabilmektedir. 

 

E-Mosfet, tēpkē MCT gibi gerilim 

kontrollu bir yarēiletken anahtardēr. 

Farkē ise uyarēldēĵē s¿rece iletimde 

olmasē uyarē kesildiĵinde ise yalētēma 

gemesidir. 
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Metal Oksitli Fet Transistºr¿n (E-Mosfet) ¢alēĸtērēlmasē; 

Aĸaĵēdaki ĸekilde N-kanal E-

Mosfetôin alēĸtērēlmasē yarēiletken 

yapē ¿zerinde gºr¿lmektedir. Burada 

Vs kaynaĵē y¿k¿ beslemekle gºrevli 

olan ana kaynaktēr. VG ise transistºr¿ 

uyarmada kullanēlan kaynaktēr. 

Sekil-2.60ôdan gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, uyarma 

butonuna basēlmadēĵē s¿rece E-

Mosfet, Drain ile Source arasēna 

gelen doĵru yºnl¿ gerilime blokaj 

yapacak ve yalētēmda kalacaktēr. 

 

E-Mosfet iletime geirilmek 

istendiĵinde ise uyarma butonuna 

basēlarak Gate (kapē) ile Source 

arasēnda bir uyarma geriliminin 

olusmasē saĵlanēr ve bu sayede E-

Mosfet iletime geerek Drainôden 

Sourceôe doĵru y¿k akēmēnē (ID) 

akētmaya baslar. VGS gerilimi 

kesildiĵinde E-Mosfet susar. 
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Yalnēz burada ok ºnemli bir ayrēntē 

vardēr. E-Mosfetôin sadece ñonò ve 

ñoffò durumlarē olmadēĵē ve ara 

durumlarda da yarē geirgen olarak 

alēsabildiĵi iin, g¿ 

uygulamalarēnda E-Mosfetôi 

uyaracak olan gerilimin (VGS), 

elemanē tam olarak iletime 

geirebilecek gerilimin seviyesinde 

olmasē 

gerekmektedir. 

 

E-Mosfetôi tam iletime geirecek 

olan uyarma gerilimi (VGS) seviyesi, 

¿retici tarafēndan elemanēn bilgi 

yapraklarēnda verilmektedir. 

Buraya kadar aēklananlardan yola 

ēkarak E-Mosfet ile transistºr¿n (BJT) 

aynē mantēkla alēĸtēklarē yani uyarēldēĵē 

s¿rece iletimde olduklarē, uyarē 

kesildiĵinde ise baĸka bir isleme gerek 

kalmaksēzēn yalētēma getikleri 

gºr¿lmektedir. 

 

Peki ikisi arasēndaki fark ne? 

E-mosfet ile BJT arasēndaki fark, BJTônin 

akēmla (IBE), EMosfetôin ise gerilimle 

(VGS) kontrol edilmesidir ki bu sayede E-

Mosfet BJTôe gºre daha hēzlē 

anahtaranabilir. 
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E-Mosfetôin Temel Test Devresi ve Karakteristik Eĵrisi; 

Aĸaĵēdaki ĸekilde EMosfetôin temel 

karakteristik eĵrisinin ēkarēldēĵē temel 

test devresi gºr¿lmektedir. 

Asaĵēdaki baĵlantē sekli ile EMosfetôin 

doĵru yºn alēĸmasē, devredeki ñVsò 

bataryasē ters evrilerek de ters yºn 

alēsmasē test edilebilmektedir. 

Aĸaĵēdaki ĸekilde ise EMosfetôin temel 

karakteristik eĵrilerinden akēm-gerilim 

(IDVDS) eĵrisi (ēkēĸ karakteristik eĵrisi) 

gºr¿lmektedir. 
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Karakteristik eĵriden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi 

diyot, doĵru yºnde 0,7Vôdan sonra 

kendiliĵinden iletime geerken, E-

Mosfet ancak Vmax. gerilimine 

ulaĸēldēĵēnda kendiliĵinden iletime 

gemektedir. 

 

Bu ĸekilde iletime geme istenmeyen 

bir durumdur. EMosfetôin doĵru yºnde 

de normal olarak iletime geebilmesi 

iin uyarē verilmesi, yalētēma 

geirilebilmesi iinse uyarēnēn ekilmesi 

gerekmektedir. 

 

Ters yºnde ise E-Mosfet asla 

alēĸamaz, yani E-Mosfetôin ters gerilim 

blokaj kabiliyeti yoktur. Ters gerilim 

verildiĵinde BJT blokaj yapamayarak 

yanar. 

Bu durumda E-Mosfetôin, doĵru yºnl¿ (D+, 

S-) gerilimde, uyarēlmaz ise blokaj yapan, 

tam uyarēldēĵē taktirde ise tam iletime 

geen, doĵru yºnl¿ gerilim altēnda iletimi ve 

yalētēmē kontrol edilebilen, 

 

Ters yºnl¿ (D-, S+) gerilimde ise asla 

alēĸamayan, alēĸtērēldēĵē taktirde bozulan, 

tek (+) yºnl¿ akēm akētan bir yarēiletken g¿ 

anahtarē olduĵu gºr¿lmektedir. 

 

E-Mosfet, bu ºzellikleriyle DCôde 

alēĸtērēlmak iin uygun bir anahtar 

durumundadēr. 

 

E-Mosfetôin bu ºzelliĵi sayesinde SCRôde 

kullanēlan zorla susturma d¿zenekleri 

kullanēlmaz. 
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E-Mosfetôlerde, elemanēn hangi 

durumlarda tam iletim veya tam yalētēm, 

hangi durumlarda da amplifikasyon 

(y¿kseltme) modunda olduĵunu 

gºsteren ok ºnemli bir karakteristik eĵri 

daha vardēr, bu eĵri aĸaĵēda ĸekilde 

gºr¿lmektedir. 

ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi E-Mosfetôin Drain 

akēmēnēn (ID) miktarē, tamamen G-S 

arasēndaki kontrol geriliminin deĵerine 

baĵlēdēr. 

 

Bu baĵlantē ¿retici tarafēndan 

parametreyle (gm) verilmekte olup, 

aĸaĵēdaki gibi gºsterilir;  

 

¥rnek, gm= 50 (gm= ID / VGS) 

ID= gm.VGS veya VGS= ID / gm 

 

Gºr¿ld¿ĵ¿ gibi Drain akēmē VGS 

geriliminin ñgmò katēdēr. 

 

Anahtarlama uygulamalarēnda VGS 

gerilimi ya ñmax.ò yada ñ0ò seilerek 

kontrol yapēlēr. 

¥zer ĹENYURT ¥zer ķENYURT    www.ozersenyurt.net ï www.orbeetech.com    / 42 

   G¿ Elektroniĵi ï 1 



Aĸaĵēdaki ĸekilde E-Mosfet DCôde 

alēĸmasēnē izleyebilmek iin kurulan 

devre gºr¿lmektedir. 

 

Yandaki ĸekilde ise E-Mosfetôin DC 

kaynak altēnda iletim ve yalētēmēnēn 

kontrol edilmesi, devrenin alēĸma dalga 

ĸekilleriyle birlikte verilmiĸtir. 

 

Zaten E-Mosfetôler ac kaynakta asla 

alēĸtērēlamaz ¿nk¿ ters gerilimi bloke 

edemez ve yanarlar. 
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